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НЕГАТИВНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ОПІР І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИХІДНИХ ТА ОПРОМІНЕНИХ ЕЛЕКТРОНАМИ (з Е = 2 МеВ) СВІТЛОДІОДІВ GaAs1-xPx 

 

Досліджено електрофізичні та випромінювальні характеристики вихідних і опромінених електронами з 

енергією Е = 2 МеВ світлодіодів GaAsP. Наведено результати вимірювань вольт-амперних характеристик в 

інтервалі 77 - 300 К. У межах 180 - 77 К виявлено ділянку від’ємного диференціального опору. Визначено 

основні характеристичні параметри випромінювання світлодіодів. Обговорюються наслідки впливу радіаційних 

дефектів на випромінювальну здатність та квантовий вихід досліджуваних структур. 

Ключові слова: GaAsP, світлодіод, від’ємний диференційний опір, вольт-амперні характеристики. 
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NEGATIVE DIFFERENTIAL RESISTANCE AND SPECTRAL CHARACTERISTICS 

OF ORIGINAL AND ELECTRON-IRRADIATED (with E = 2 MeV) GaAs1-xPx LEDs 

 

The electrophysical and radiation characteristics of the original and irradiated electrons with E = 2 MeV GaAsP 

light emitting diodes were studied. The results of measurements of current-current characteristics in the range of 77 - 

300 K are given. In the range of 180 - 77 K, a region of negative differential resistance was detected. The main 

characteristic parameters of light emitting diodes radiation are determined. The consequences of the effect of radiation 

defects on the emissivity and quantum yield of the studied structures are discussed. 
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